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硫化スズ(SnS)や硫化ゲルマニウム(GeS)などのカルコゲン二元化合物は地殻に豊富な元素から構

成され，104 cm-1台の高い光吸収係数と，それぞれ約 1.3 eV(SnS)，1.7 eV(GeS)のバンドギャップ

を有することから薄膜太陽電池の光吸収層として期待されている。1, 2) 太陽電池の高効率化に向け

て，タンデム型太陽電池に応用することを考慮すると，バンドチューニングが可能な材料系であ

ることが望ましい。そこで我々は(Ge, Sn) S混晶に着目した。本研究では，Ge，Sn，S を同時蒸

着することで， SnS 及び GexSn1-xS 薄膜の作製を試みた。続いて，得られた薄膜を用いて太陽電

池セルを作製し，光起電力特性を評価した。 

Eagle XG/Mo基板に対し， Ge，Sn，Sを 3時間，同時蒸着し，Geセル温度，成膜時の基板温度， 

Sulfur Valve (S Valve)の開度を変化させることにより，異なる成膜条件の薄膜を作製した。また，

比較のために Sn，Sのみ成膜を行い SnS薄膜も作製した。作製した薄膜は，Ｘ線回折 (XRD)，ラ

マン分光分析，蛍光Ｘ線分析 (XRF)，電子顕微鏡観察(SEM)により評価した。続いて化学浴堆積

法を用いて n型バッファ層 CdSを堆積させ，最終的に Eagle XG/Mo/GexSn1-xS/CdS/ZnO:Al/Al 構

造のセルを作製した。作製した太陽電池セルはソーラーシュミレーターを用いて 100 mW/cm2, 

AM1.5の照射下で光起電力特性及び外部量子効率 (EQE)を評価した。 

Fig.1 に得られた薄膜のラマンスペクトルを示す。

GexSn1-xS (x=0)の SnS薄膜は Orthorhombic SnS (ORT. 

SnS) 3,4)に帰属されるピークが観察された。一方で，

GexSn1-xS (x=0.18)及び GexSn1-xS (x=0.27)薄膜におい

てはそれぞれのピークが高波数側にシフトしたブロ

ードなスペクトルが観察された。同様のカルコゲン系

化合物 Cu2GexSn1-xS3薄膜においても，Geの含有量の

増大に伴い，Geが Snサイトへ置換することによって，

ラマンスペクトルが高波数シフトすることが報告さ

れている。5) これより，本実験においても Snの一部

を Geに置換した (Ge, Sn) Sの形成が示唆される。 
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Fig.1 Ge濃度別で作製した薄膜及び 

SnS薄膜のラマンスペクトル 
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